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１．概要（Summary） 

リライタブル光記録媒体で用いられている屈折率

変化材料 GeSbTeは、近年、相変化ではなく結晶構造

変化であるとの報告がなされています。結晶構造変化

であれば、ナノ粒子であっても屈折率変化、すなわち

バンド構造変化が起こるはずです。また、GeSbTe 系

材料は、バンドギャップが 0.3eV程度と狭く光ではア

クセスしにくいのですが、ナノサイズ化により、ナロ

ーギャップであったバンドは離散化し、ギャップエネ

ルギーが光の領域まで広がると考えています。この結

晶構造変化するナローギャップ半導体を quantum 

dot に加工できるか、また加工した際のバンドギャッ

プの広がりの度合いと結晶構造変化した際のバンド

変化を調査することが目的です。2012 年度は 20nm

まで小さくできることが確認できていました。2013

年度は、さらに小さくできる可能性があるか検討を開

始しました。 

２．実験（Experimental） 

 高解像度のリソグラフィとして DOW CORNING

社ネガ型ＥＢレジストＸＲ１５４１を使用する方法

があり、６ｎｍの解像度が得られる可能性があります。

６ｎｍのドットが作製できると量子効果の出現がは

っきりします。 

その準備として、Si基板

上ドット描画位置決め用、

及び SEM観察時の指標と

するアライメントマークを

作成しました。100nm厚の

Auで構成されています。

そのアライメントマーク図

（図１）とＯＭ写真（図

２）を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Optical  microscope image  

of the alignment mark 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 バルクのバンド構造からの推測では、電子の有効質

量は３×１０－３１Kg、ホールの有効質量は、４×１０

－３１ Kg と計算され、バルクとサイズ１０ｎｍのドッ

トとのバンドギャップの比は約２６％と推測できま

すので、６ｎｍサイズの量子ドットは結晶構造変化が

十分観測可能と予測しました。 
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Fig.1 Alignment mark 

on Si substrate 


